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@ Zweidimensionaler Strahlungsdetektor 

@ Zweidimensionaler Strahlungsdetektor zur Herstellung et- 
nes rontgenologischen, slch in Konformitat mit der Umset- 
zung in elektrische Signale befindlichen Bildes. Der Detektor 
weist einen vielschichtigen Aufbau einschlieBlich eines 
Szintillators, eines transparenten Etektrodenfilms, eines fo- 
tolertenden Films und einer Absuchschaltschtcht auf. Die 
Absuchschaltschicht we 1st matrixartig angeordnete und den 
fotoleitenden Him kontaktierende Leiter, mehrere, den ma- 
trixartig angeordneten entsprechende FETs und einen 
glerchma&ig planaren Leiter auf, urn sukzessiv Reihe fur 
Reihe eine Vorspannung Qber die FETs an die Matrix- Letter 
anzulegen. Jeder FET besltzt eine, an eine der Matrix-Letter 
angeschlossene Drain-Bektrode, eine, an den gleichma&ig 
planaren Leiter angeschlossene Source-Etektrode und eine, 
an den Steuerkreis angeschlossene Gate-Bektrode. Der 
transparente Elektrodenftlm weist, den Spalten der Matrix- 
■ Leiter entsprechende Spalten- Leiter auf, wobei jeder der 
f Spahen-Leiter an eine Signatieseleitung angeschlossen ist. 
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Beschreibung detektoren, wie oben beschrieben, werden die Spalten- 

Leiter 46 d irekt an die Elektroden (Sources) der Schalt- 
elemente (FETs) angeschlossen. Folglich wird das 

(i) Gebiet der Erfindung Schaltger§uscb der Schaltelemente durch Streukapazi- 

5 tat zwischen Gate und Source an die Source geleitet, um 

Diese Erfindung bezieht sich auf zweidimensionale, von den gelesenen Signalstromen Qberlagert zu werden, 

fur den Einsatz bei Rontgen- und anderen diagnosti- wodurch eine Minderung der Bildqualitat erfolgt 
schen Geraten geeignete Strahlungsdetektoren zur 

Strahlungsermittlung, wie z.R Rdntgenstrahlen, ein- Zusammenfassung der Erfindung 

schliefilich zweidimensionaler Einfallpositionen. to 

Die Erfindung erfolgte unter Berucksichtigung des 

(2) Beschreibung der verwandten Technik oben erwahnten Standes der Technik; es ist Gegenstand 

der Erfindung, einen verbesserten zweidimensionalen 

Es wurden bisher in Bezug auf zweidimensionale, Strahlungsdetektor herzustellen, welcher Schaltgerau- 

scannerartige Festkorper-Strahlungsdetektoren ver- 15 sche der Schaltelemente daran hindert, von den gelese- 

schiedene Vorschlage gemacht (s. z.R Japanische Pa- nen Signalstromen uberlagert zu werden, um auf diese 

tentverdffentlichungen (ungeprttft) Nr. 1990-253185, Weise die Bildqualitat zu verbessern. 

1991- 1S5865, 1992-206573, 1992-212456 und Das obenerwahnte Problem wird erfindungsgemaB 

1992- 212458. In Zusammenfassung dieser Vorschlage durch einen zweidimensionalen Strahlungsdetektor ge- 
kdnnte ein konventioneller, zweidimensionaler Strab- 20 lost, bei welchem sich das rontgenologische Bild in Kon- 
lungsdetektor einen, wie in den Fig. 1 A— IE, 2 und 3 formit&t mh der Umwandlung in elektrische Signale be- 
dargestellten Aufbau aufweisen. findet und welcher sich zusammensetzt aus: 

Unter Bezugnahme auf Fig. 1 A weist der herkommli- einem Szintillator zur Umwandlung des rdntgenologi- 

che Detektor einen Mehrschichtenaufbau einschhefilich schen Bildes in ein optisches Bild; 

eines SzintDlators 11, eines transparenten Elektroden- 25 einem fotoleitenden Film zur Umwandlung des opti- 

films 12, eines fotoleitenden Films 13 und einer Absuchs- schen Bildes in ein auf elektrischen Aufladungen basie- 

chaltschicht 14 auL Wie in Fig. IB dargestellt, ist der rendes Bild; 

transparente Elektrodenfilni 12 in Form einer gleichmii- einem transparenten Elektrodenfilm und einer, auf den 

Bigen Flache uber den gesamten Bereich ausgebildet gegenfibertiegenden Flachen des fotoleitenden Films 

Die Absuchschaltschicht 14 weist matrixartig angeord- 30 ausgebildeten Absuchschaltschicht; und 

nete und den fotoleitenden Film 13 kontaktierende Lei- einem, an die Absuchschaltschicht angeschlossenen 

ter 41, reihenartig angeordnete, den Reihen der Leiter Steuerkreis; 

41 entsprechende Leiter 42 im Streifenmuster, spalten- wobei in der Absuchschaltschicht enthalten sind: 
artig angeordnete, den Spalten der Leiter 41 entspre- mehrere matrixartig angeordnete und den fotoleitenden 
chende Leiter 46 im Streifenmuster sowie eine Vielfalt 35 Him kontaktierende Leiter; 
an Schaltelementen (FETs) 45 auf, deren Drain jeweils ein, an eine Vorspannung angelegter Leiter; 
an eine der matrixartig angeordneten Leiter 41, deren mehrere, zwischen den matrixartig angeordneten Lei- 
Source an eine der spaltenartig angeordneten Leiter 46 tern und dem an eine Vorspannung angelegten Leiter 
und deren Gate an eine der reihenartig angeordneten zwischengeschaltete Schaltelemente; und 
Leiter 42 angeschlossen ist (s. Fig. 1C, ID, IE, 2 und 3). 40 Reihen-Leiter, um ein Steuersignal von den Steuerkrei- 
Der transparente Elektrodenfilm 12 nimmt ein vorgege- sen an die Schaltelemente weiterzuleiten; 
benes Potential aus einer Vorspannungs-Quelle 44 auf. der transparente Elektrodenfilm einschlieBIich, den 
Die reihenartig angeordneten Leiter 42 der Absuchs- Spalten der matrixartig angeordneten Leiter entspre- 
chaltschicht 14 werden jeweils an die Steuerleitung ei- chende Spalten-Leiter, wobei jeder der Spalten-Leiter 
nes Steuerkreises 15 angeschlossen. Die spaltenartig an- 45 an eine Signalleseleitung angeschlossen ist 
geordneten Leiter 46 werden jeweils an SignaDesekrei- ErfindungsgemaB erzeugt der Szintillator Licht, so- 
se 16 der Signalleseleitungen angeschlossen. bald inn Rdntgenstrahlen kontaktieren. Ein optisches, 

Der Szintillator 1 1 erzeugt Licht, sobald inn Rdntgen- somit durch den Szintillator hergestelltes Bild wird flber 

strahlen kontaktieren; dieses Licht wird durch den den transparenten Elektrodenfilm an den fotoleitenden 

transparenten Elektrodenfilm 12 zu dem fotoleitenden 50 Film geleitet, wodurch auf dem fotoleitenden Film die 

Him 13 gefQhrt, wodurch sich auf dem fotoleitenden Speicherung eines elektrischen Aufladungsbildes er- 

Film 13 eine Ansammlung elektrischer Aufladungen er- folgt Bei Einschalten der sich in einer Reihe befindli- 

gibt Das heifit, der Szintillator 11 wandelt ein rdntgen- chen Schaltelemente mittels Steuerkreis wird Uber die 

ologisches Bild in ein optisches Bild um, und der fotolei- Schaltelemente an die in einer Reihe angeordneten Ma- 

tende Film 13 wandelt dieses optische Bild in ein elektri- 55 trix-Leiter eine Vorspannung angelegt Diese Vorspan- 

sches Aufladungsbild um. Die elektrischen Aufladungen nung speist ein elektrisches Feld des zwischen den in 

auf dem fotol eitenden Film 13 werden unter Aktivie- einer Reihe angeordneten Matrix-Leitern und den Spal- 

rung der FETs 45 Pixel um Pixel gelesen, wobei iedes ten-Leitern des transparenten Elektrodenfilms zwi- 

der Pixel einem Matrix-Leiter 41 entspricht Bei Uber- schengeschalteten fotoleitenden Films. Dadurch flieBen 

mittlung eines Steuersignales seitens des Steuerkreises 60 Entladungsstrome der auf dem, gegenQber der sich in 

15 a n einen der Reihen-Leiter 42 werden samtliche einer Reihe befindlichen Matrix-Leitern angeordneten, 

FETs 45 in dieser Reihe (z. B. Reihe "\") eingeschaltet, fotoleitenden Film gespeicherten elektrischen Aufla- 

um ein Wiederauffinden der den jeweiligen Pixeln ent- dungen fiber die Spalten-Leiter des transparenten Elek- 

sprechenden, ladungsspeichernden Strdme aus den Ma- trodenfilms zu den Signalleseleitungen. Somit wird der 

trix-Leitern 41 in Reihe T und in den jeweiligen Spalten 65 fotoleitende Film zwischen den Schaltelementen und 

gleichzeitig Qber die jeweiligen Spalten-Leiter 46 zu be- den Signalleseleitungen zwischengeschaltet Infolge des 

wirken. Abstandes zwischen den Schaltelementen und den Si- 

Bei konventionellen, zweidimensionalen Strahlungs- gnalleseleitungen und der Tatsache, daB der fotoleiten- 
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de Film eme Speicherfahigkeit aufweist, besteht fur das 
Schahgerausch nur eine geringe Mdglichkeh, in die Si- 
gnaUeseleitungen zu gelangen. Infolgedessen kann 
durch den verbesserten Rauschabstand der Signalstro- 
me eine bessere Bfldqualitat erreicht werden. 5 

Der Szintillator ist nicht auf eine bestimmte Ausfub- 
rung beschrankt, solange er einfaUende Strahlungen in 
sichtbares Licht urowandelt Handelt es sich bei der ein- 
fallenden Strahlung um Rontgenstrahlen, weist der 
Szintillator bevorzugterweise eine Kristallnadelstruktur io 
aus natriumdotierten Casiumjodid (CsI:Na) auf. 

Ferner weist der fotoleitende Film bevorzugt eine 
amorphe Halbleiterschicht mit Selen (Se) als Haupt- 
komponenten aul 

Bevorzugterweise weist der mit Vorspannung verse- 15 
bene Leiter einen gleichmSBig planaren, die Schaltele- 
mente umfassenden Leiter auf. Dieses ist zur Ehminie- 
rung von Fremdgerauschen zweckm&Big. 

Die Schaltelemente weisen zum Beispiel Feldeffekt- 
transistoren (FETs) auf, wobei jeder FET mit einer, an 20 
einen der matrixartig angeordneten Leiter angeschlos- 
senen Drain-Elektrode, einer, mit Source-Elektroden 
der anderen FETs an den mit Vorspannung versehenen 
Leiter angeschlossenen Source- Elektrode und einer, mit 
anderen FETs in der gleichen Reihe uber einen der Rei- 25 
hen-Leiter an den Steuerkreis angeschlossenen Gate- 
Elektrode versehen ist Sobald seitens des Steuerkreises 
ein Steuersignal an die Gate-Elektroden gegeben wird, 
werden die in einer Reihe angeordneten FETs einge- 
schaltet, um die Vorspannung an die sich in einer Reihe 30 
befindlichen Matrix-Leiter anzulegen. 

Dort, wo es sich bei der Vorspannung um eine hoch- 
frequente Spannung handelt, weist der Steuerkreis vor- 
zugsweise einen Erdungsteil zur Erzeugung eines Nie- 
dervolt-Steuersignales zwecks reihenweisen Einschal- 3s 
tens der Schaltelemente, einen ungeerdeten Teil zur 
Umwandlung des Steuersignales in ein Vorspannungs- 
Steuersignal sowie ein Trennglied auf, um den geerde- 
ten von dem ungeerdeten Teil elektrisch zu trennen. 

DarQberhinaus k6nnen die Spal ten- Leiter des trans- 40 
parenten Elektrodenfilms so unterteilt werden, daB die- 
se mehreren Reihen der matrixartig angeordneten Lei- 
ter entsprechen. Die Spalten-Leiter weisen dann eine 
venninderte Lange auf, um den GerauscheinfluB ent- 
sprechend zu verringern. 45 

Die Reihen-Leiter konnen so unterteilt und angeord- 
net werden, daB sie sich senkrecht zu den Spalten-Lei- 
tern erstrecken, wobei das Steuersignal gleichzeitig an 
mehrere entsprechende Reihen-Leiter unter den unter- 
teilten Reihen- Leitern gegeben wird. Dieser Aufbau hat 50 
den Vorteil, die Anzahl der Schaltvorgange der Reihen- 
Leiter pro Rahmen zu reduzieren und dadurch die Fre- 
quenz-Bandbreite pro Rahmen zu verringern, um so den 
Rauschabstand (S/N ratio) zu verbessern. 

55 

Kurze Beschreibung der Zeichnungen 

Zur Erlauterung der Erfindung werden in den Zeich- 
nungen mehrere derzeit bevorzugte Ausfuhrungsfor- 
men dargestellt, wobei jedoch zu erwahnen ist, daB sich 60 
die Erfindung nicht auf die gezeigten prazisen Anord- 
nungen und Mittel beschrankt 

Fig. 1A— IE zeigen schema tische Ansichten eines 
konventionellen, zweidimensionalen Strahlungsdetek- 
tors; . 65 

Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht einer An- 
schluBschaltung der in dem konventionellen Detektor 
vorgesehenen FETs; 
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Fig. 3 zeigt eine schematische Ansicht einer An- 
schhiBschaltung der in dem konventionellen Detektor 
vorgesehenen FETs und Signallesekreise; 

Fig.4A— 4E zeigen schematische Ansichten eines, 
diese Erfindung verkorpernden, zweidimensionalen 
Strahlungsdetektors; 

Fig. 5 zeigt eine schematische Ansicht einer An- 
schluBschahung der in dem diese Erfindung verkorpern- 
den Detektor vorgesehenen FETs; 

Fig. 6 zeigt eine schematische Ansicht einer An- 
schluBschaltung der in dem diese Erfindung verkorpern- 
den Detektor vorgesehenen FETs und Signallesekreise; 

Fig. 7 zeigt eine schematische Schnittansicht des die- 
se Erfindung verkdrpernden Detektors; 

Fig. 8A bis 8D steUen ein, den Betrieb des diese Erfin- 
dung verkdrpernden Detektors auf zeigendes Zeitdia- 
grammdar; 

Fig. 9A und 9B zeigen schematische Ansichten eines 
geanderten zweidimensionalen Strahlungsdetektors ge- 
m^B der Erfindung und 

Fig. 10A und 10B zeigen schematische Ansichten ei- 
nes weiteren geanderten Detektors gemaB der Erfin- 
dung. 

Beschreibung der bevorzugten AusfQhrungsformen 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Aus- 
f Qhrungsbeispieles unter Bezugnahme auf die Zeichnun- 
gen naher erlautert 

Wie in Fig. 4A dargestellt, weist ein zweidimensiona- 
ler erfindungsgemaBer Strahlungsdetektor einen Mehr- 
schichtenaufbau einschlieBlich eines Szintillators 11, ei- 
nes transparenten Elektrodenfilms 12, eines fotoleiten- 
den Films 13 und einer Absuchschaltschicht 14 auf. Wie 
in Fig. 4B gezeigt, wird der transparente Elektrodenfilm 
12 aus, sich aus einzelnen Spalten zusammensetzenden 
Spalten- Leitern 21 in Streifenmustern gebiklet Jeder 
der Spalten-Leiter 21 ist an einen Signallesekreis 16 
einer Signalleseleitung (s. auch Hg. 6) angeschlossea 

Der Szintillator 11 wird aus einem, auf Rontgenstrah- 
len ansprechendes Material gebildet und besitzt die 
Aufgabe, sichtbare Strahlen, wie z. B- natriumdotiertes 
Casiumjodid (CsIJ^a), Zns oder CaW04, zu erzeugen. 
Eine Kristallnadelstruktur aus CsI:Na wird unter dem 
Gesichtspunkt der R6ntgenstrahlenumwandlungseffi- 
zienz besonders bevorzugt Eine FOmstarke aus 
Csl : Na bewegt sich normalerweise in der GrdBenord- 
nung von 200 bis 400 um. 

Der transparente Elektrodenfilm 12 wird aus einem 
transparenten, elektrisch leitenden Film, wie z. B. aus 
ITO, einer Legierung aus Indium, Zkm und Sauerstoff, 
oder aus SnOa gebildet Der transparente Elektroden- 
film 12 wird zwecks Vermeidung einer Lichtstreuung so 
dunn wie mdglich (ca. 300 A) ausgebildet 

Der fotoleitende Film 13 wird aus einer amorphen 
Halbleiterschicht (a-Se) mit Selen (Se) als Hauptkompo- 
nenten, einer amorphen Halbleiterschicht (a-Si) mit Sili- 
zium (Si) als Hauptkomponenten oa. gebildet 

Besonders bevorzugt wird a-Se eingesetzt da das er- 
zeugte starke elektrische Feld innen einen Lawinenef- 
fekt zwecks Erreichen einer ausgezeichneten Elektro- 
nenvervielfachungsfunktion produziert Der fotoleiten- 
de Film 13 weist in der Regel eine Dicke in der GrdBen- 
ordnung von 4 bis 20 um auf. 

Die Absuchschaltschicht 14 weist matrixartig ange- 
ordnete und den fotoleitenden Film 13 (s. Fig. 4C) kon- 
taktierende Leiter 41, den Reihen der Leiter 41 (s. Fig. 
4D) entsprechende Reihen-Leiter 42 in Streifenmustern 
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und eine Vielzahl, als Schaltelemente arbeitende FETs stellt, werden die Signallesestrdme durch die jeweiligen 

45 auf, deren Drain jeweils an einen der Matrix-Leiter Spalten-Leiter 21 des transparenten Elektrodenfilms 12 

41 und deren Gate an einen der Reihen-Leiter 42 ange- entnommen und durch die Schutzwiderstande 61 zu den 

schlossen ist Ein Leiter 43 in Form einer glekhmaBigen integrierenden Kondensatoren 63 der aufladungsemp- 

Flache fiber den gesamten Bereich, wie in Fig. 4E darge- 5 fuidlichen Vorverstarker 62 geleitet Die SignalstrCme 

stellt, wird an die Source jedes FETs 45 (s. auch Fig. 5 werden in den integrierenden Kondensatoren 63 gespei- 

und 6) angeschlossen. Der gleidunaBig planare Leiter 43 chert und als Spannungssignale an hier nicht dargestell- 

nimmt eine Vorspannung aus einer Vorspannungsquelle te Analog-Digital-Umsetzer abgegeben. Integrierende 

44 auf. Wird der fotoleitende FQm 13 aus a-Se gebfldet, Schalter 64 sind nach erfolgter Analog-Digkal-Umset- 

so erzeugt die Vorspannung aufgrund des Lawinenef- 10 zung darauf eingestellt, die integrierenden Kondensato- 

fektes ein starkes elektrisches Feld in der GrdBenord- ren 63 zwecks Entladung kurzzuschlieBen, urn zum 

nung von 10 8 V/m auf dem photoelektrischen Film, nachsten Absuchvorgang uberzugehen. 

Fig. 7 zeigt schematisch einen Elementaufbau des Angenommen, daS zum Beispiel ein Steuersignal an 

obigen zweidimensionalen Strahlungsdetektors. In der die Steuerleitung fur Reihe T zwecks Aktivierung samt- 

Reihenfolge der Anordnung von unten aus gesehen 15 licher FETs 45 in Reihe 1* gegeben wird. Es werden nun 

zeigt dieser Aufbau den gleichmaBig planaren Leiter 43, die Signale der den Matrix-Leitern 41 in Reihe V ent- 

eine Polyimidharz-Schicht 47a, Gate-Elektroden G sprechenden und in den jeweiligen Spalten angeordne- 

(Reihen-Leiter 42), eine Sflizhimnitrid-Schtcht 47b, eine ten Pixel gleichzeitig gelesen. Wie aus einem Vergleich 

eigenleitende a-Si : H-Schicht 47c, eine n-leitende zwischen der chese Ausruhrungsf orm darstellenden 

Schicht 47d, eine SQiziumnitrid-Schicht 47e, Source- 20 Fig. 6 und der den Stand der Technik verkdrpernden 

Elektroden S, Drain- Elektroden D, eine Polyimidharz- Fig. 3 hervorgeht, wird jeder Signallesekreis 16 in ctie- 

Schicht 47f, Matrix-Leiter 41, einen fotoleitenden Film sem Ausfuhrungsbeispiel an einen der Spaltenleiter 21 

13, einen transparenten Elektrodenfilm 12 und einen des gegenuber der Absuchschahschicht 14 quer zu dem 

Szintillator 11. fotoleitenden Rim 13 vorgesehenen Elektrodenfilms 12 

Der obige Elementaufbau kann zum Beispiel wie folgt 25 angeschlossen. Somit wird der fotoleitende Rim 13 zwi- 

vorgenommen werden: schen die Signallesekreise 16 und FETs 45 zwischenge- 

Der Szintillator 11 wird durch Niederschlag von schaltet Der kapazitive Effekt des fotoleitenden Rims 

CsIiNa auf einem Substrat (nicht dargestellt) eines ront- 13 und der EinfhiB der Entfernung zwischen den Gate- 

genstrahlenleitenden Materials, wie zum Beispiel Alu- Elektroden G der FETs 45 und den Spalten-Leitern 21 

minium oder Glas durch Aufdampfen im Vakuum gebil- 30 des transparenten Elektrodenfilms 12 hindern gemein- 

det Zum anderen werden die verschiedenen Elemente sam die Gate-Ableitungsstrdme der FETs 45 und ande- 

der Absuchschaltschicht 14 auf einem isolierenden Sub- res Schaltgerausch aus der Absuchschaltschicht 14 dar- 

strat, wie zum Beispiel Glas (nicht dargestellt), iaminiert an, in die Signalleseleitungen zu gelangen. Infolgedessen 

und der fotoleitende Film 13 so wie der transparente weisen die Signalstrdme einen verbesserten Rauschab- 

Elektrodenfilm 12 auf diesen ausgebildet Der Szintflla- 35 stand auf, was eine ausgezeichnete Qualitat der Bildsi- 

tor 1 1 auf dem erstgenannten Substrat und der transpa- gnale zur Folge hat Der obenerwahnte kapazitive Ef- 

rente Elektrodenfilm 12 auf dem letzteren Substrat wer- fekt signalisiert, daB eine aquivalente Schaltung, welche, 

den zum Beispiel durch Polyimidharz elektrisch leitend wie in Fig. 6 gezeigt, Ger&usche von Gate G an den 

verbunden. Signallesekreis 16 weiterleitet, eine Reihenschaltung aus 

Die an die Gate-Elektroden G der FETs 45 ange- 40 Cgd (Streukapazitat zwischen Gate und Drain) und Cp 
schlossenen Reihen-Leiter 42 werden an Steuerleitun- (Kapazitat des fotoleitenden Films 13 entsprechend ei- 
gen eines Steuerkreises 15 angeschlossen. Der Steuer- nem Pixel) aufweist Die Kapazitatszusammensetzung 
kreis 15 weist einen ungeerdeten Teil 51, ein optisches einer Reihenschaltung wird durch die kleinere KapazK 
Trennglied 52 und einen Erdungsteil 53 auf. Der Er- tat bestimmt Wenn also Cp die kleinere Kapazitat ist, so 
dungsteil 53 erzeugt ein FET-Absuchsignal mit einer 45 ist, im Vergleich zum Stand der Technik, der kapazitive 
niedrigen Spannung in Bodennahe. Der ungeerdete Tefl Effekt in dieser Erfindung auffallig. Daruberhinaus ar- 
51 verschiebt das FET-Absuchsignal durch eine der beitet der gleichmaBig planare Leiter 43 als der an die 
Vorspannung entsprechende Spannung. Der ungeerde- Source-Elektroden S der FETs 45 der Absuchschah- 
te Teil 51 und die Steuerleitungen werden durch das schicht 14 angeschlossene Leiter, wobei die Absuchs- 
optische Trennglied 52 von dem Erdungsteil 53 ge- 50 chaltschicht 14 eine Schutzwirkung zwecks Eliminie- 
trennt Dieses ist darauf zuruckzufuhren, daB durch den rung von Fremdgerauschen darstellt 
gleichmaBig planaren Leiter 43 eine hohe Vorspannung Die Fig. 8A bis 8D zeigen ein Zeitdiagramm, in wel- 
(z. B. 500 bis 1000 V) an die Source-Elektroden S der chem die Matrix-Leiter 41 in einer Matrix von 
FETs 45 angelegt wird, und es ist aus diesem Grunde 1 000 x 1000 angeordnet sind; die Absuchschaltschicht 
erforderlich, die Steuerleitungen von der Erdung zu 55 14 suchtdiese Matrix-Leiter 41 30 Mai pro Sekundeab, 
trennen. Der Aufbau zur elektrischen Trennung der um Bildsignale in 30 Rahmen pro Sekunde abzugebea 
Steuerleitungen von der Erdung kann ansteUe des o^. Fig. 8 A stellt ein, auf der Vorspannung der Steuerleitun- 
Trenngliedes 52 einen Kondensator zur Blockierung der gen basierendes elektrisches Potential dar. Der Steuer- 
DC-Komponenten oder einen induktiven Blindwider- kreis 15 legt sukzessiv Reihe fur Reihe eine hohe Span- 
stand zwecks elektromagnetischer Trennung aufweisen. 60 nung an die Steuerleitungen an, und die FETs in einer 

Treff en die Rdntgenstrahlen auf eine Einfallflache des ausgewahlten Reihe (z. R Reihe T) werden eingeschal- 

Szintillators 11, erfolgt Umsetzung eines rontgenologi- let Nimmt man zum Beispiel ein Pixel in Reihe T und 

schen Bildes in ein optisches Bild, welches wiederum Spalt e T der Matrix-Leiter 41, wird bei Einschalten der 

fiber den fotoleitenden FQm 13 in ein elektrisches Bild FETs 45 in Reihe V das an das Pixel angrenzende Po- 

umgesetzt wird Die elektrischen Aufladungen auf dem 65 tential des fotoleitenden Rims 13, welches, infolge einer, 

fotol eitenden Vika 13 werden unter Aktivierung der aus dem Rdntgenstrahleneinfall resultierenden, stati- 

FETs 45 Pixel um Pixel gelesen, wobei jedes der Pixel schen Aufladung, wie in Fig. 8B dargestellt, einen hohen 

einem Matrix-Leiter 41 entspricht Wie in Fig. 6 darge- Pegel aufweist, auf den Pegel der Vorspannung herab- 
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gesetzt (Es ist zu erwahnen, daB es sicfa bei Fig. 8 in gleichzeitig gelesen werden (dh.es werden in der vor- 

Bezug auf die Vorspannung urn ein Diagramm handelt) angegangenen Ausfuhrungsform x-Mal und bei den obi- 

Zum anderen flieBt, wie in Fig. 8C dargestellt ein Si- gen Andemngen (1) und (2) x/2-Mal Schaltungen vorge- 

gnailesestrom fur Pixel (i, j) zu der an Spalte f ange- nommen. Folglich wird die Frequenz-Bandbrerte pro 

schlossenen Signalleseleitung. Der Signalstrom wird in 5 Rahmen balbiert, urn so den Rauschabstand (S/N ratio) 

den integrierenden Kondensatoren 63 des aufladungs- entsprecbend zu verbessern. 

empfindlichen Vorverstarkers 62 gespeichert und, wie in Die voriiegende Erfmdung kann in weiteren spezui- 

Fig.8D gezeigt, ais Spannungssignal weitergegeben. schen Formen ausgebildet werden, ohne dabei vom Er- 

Vor Aktivierung des integrierenden Schalters 64 erfolgt findungsgedanken bzw. den wesemhchen Merkmaien 

wahrend einer VerweDzeit eine Analog-Digital-Umset- 10 abzuweichen; folglich sind in diesem Zusammenhang 

zungderSignalwerte. <&e in der Anlage beigeffigten Patentanspruche zu er- 

Diese Erfindung kann in abgeanderter Form wie folgt wahnen, die den Umfang der Erfmdung noch deutlicher 

ausgeffihrt werden: als die vorangegangene Beschreibung wiedergeben. 



(1) In dem vorangegangenen Ausfuhrungsbeispiel 15 
sind die Spalten-Leiter 21 des transparenten Elek- 
trodenfihns 12, wie in Fig. 4B dargestellt, unter Ab- 
deckung samtlicher Matrix- Leiter 41 in der gesam- 
ten Richtung der Spalten im Streifenmuster ausge- 
bildet Diese Anordnung kann, wie in Fig. 9 A ge- 20 
zeigt, dabingehend geandert werden, daB sie Strei- 
fenleiter 21a und 21b in vertikal geteilten Streifen- 
mustern aufweist Jeder der Spalten-Leiter 21a und 
21b ist an einen Signallesekreis 16 angeschlossen. 
Zum Lesen der Signale werden die Reihen-Leiter 25 
42, wie aus Fig. 9B hervorgeht, in zwei, den vertikal 
geteilten Spalten-Leitern 21a und 21b entsprechen- 
den Gruppen unterteilt, und das Steuersignal wird 
gleichzeitig an zwei Reihen-Leiter 42, welche in 
Fig. 9B mit der gleichen BezugszifTer versehen sind, 30 
gegeben. Dadurcb erfolgt gleichzeitiges Einschal- 
ten der in den zwei Reihen angeordneten FETs 45, 
wodurch elektrische Aufladungen der Pixel in den 
beiden Reihen fiber die Spalten-Leiter 21a und 21b 
gleichzeitig gelesen werden. 35 

(2) Wie in Fig. 10A dargestellt, kann der transpa- 
rente Elektrodenfilm 12 vier Gruppen der Spalten- 
Leiter 21c— 21f aufweisen. Die Spalten-Leiter 21c 
und 21 f erstrecken sich horizontal, wahrend sich die 
Spalten-Leiter 21d und 21e vertikal erstrecken. Wie 40 
in Fig. 10B dargestellt, sind die Reihen-Leiter 42 
ebenfalls in vier, den Spalten-Leitern 21c— 21f ent- 
sprechenden Gruppen 42c— 42f unterteilt Die Rei- 
hen-Leiter 42c— 42f veriaufen senkrecht zu den 
entsprechenden Spalten-Leitern 21c— 21f. Jeder 45 
der Spalten-Leiter 21c— 21f ist an einen Signallese- 
kreis 16 angeschlossen. Zum Lesen der Signale wird 
das Signal gleichzeitig an vier Reihen-Leiter 
42c— 42f, welche in Fig. 10B mit der gleichen Be- 
zugsziffer versehen sind, gegeben. Infolgedessen 50 
erfolgt gleichzeitiges Einschahen der an die vier 
Reihen-Leiter 42c— 42f angeschlossenen FETs, wo- 
durch elektrische Aufladungen der den vier Rei- 
hen-Leitern 42c— 42f entsprechenden Pixel fiber 
die Spalten-Leiter 21c— 21f gleichzeitig gelesen 55 
werden. 

GemaB den obengenannten Anderungen (1) und (2) 
weisen die Signalleseleitungen (Spalten-Leiter) die 
Halfte der Lange ihrer Gegenstficke in dem vorange- 60 
gangenen Ausfuhrungsbeispiel auf. Somit werden die 
GerSuscheinflOsse entsprechend reduziert 

ZugegebenermaBen erfordern die obigen Anderun- 
gen zweimal so viele Signallesekreise 16 wie in dem 
vorangegangenen Ausfuhrungsbeispiel. Jedoch verrin- es 
gert sich die Anzahl der Schaltungen der Reihen-Leiter 
pro Rahmenzeit, da die in den, mehreren Reihen- Leitern 
entsprechenden Pixeln gespeicherten Aufladungen 



Patentansprfiche 

1. Zweidimensionaler Strahlungsdetektor zur H er- 
st ellung eines rdntgenologischen, sich in Konformi- 
tat mit der Umsetzung in elektrische Signale be- 
fmdlichen Bildes, in welchem enthalten sind: 
ein Szintillator zwecks Umsetzung des rontgenolo- 
schen in ein optisches Bild; 
ein fotoleitender Fihn zwecks Umsetzung des opti- 
schen in ein auf elektrischen Aufladungen basieren- 
desBild; 

ein transparenter Elektrodenfilm und eine auf der 

dem fotoleitenden Films gegenfiberiiegenden F1S- 

che ausgebildete Absuchschaltschicht; und 

ein an die Absuchschaltschicht angeschlossener 

Steuerkreis; 

wobei in der Absuchschahschicht enthalten sind: 
mehrere matrixartig angeordnete und den fotolei- 
tenden Film kontaktierende Leher; 
ein, an eine Vorspannung angelegter Leiter; 
mehrere, zwischen den matrixartig angeordneten 
und dem an eine Vorspannung angelegten Leiter 
zwischengeschaltete Schaltelemente; und 
Reihen-Leiter, um ein Steuersignal von den Steuer- 
kreisen an die Schaltelemente weiterzugeben; 
wobei der transparente Elektrodenfilm Spalten- 
Leiter aufweist, welche den Spalten der matrixartig 
angeordneten Leitern entsprechen und wobei jeder 
der Spalten-Leiter an eine Signalleseleitung ange- 
schlossen ist 

Z zweidimensionaler Strahlungsdetektor nach An- 
spruch 1, bei welchem der Szintillator eine Kristall- 
nadelstruktur aus natriumdotierten Casiumjodid 
(Csl : Na) aufweist 

3. Zweidimensionaler Strahlungsdetektor nach An- 
spruch 1, bei welchem der fotoleitende Film eine 
amorphe Halbleiterschicht mit Selen (Se) als 
Hauptkomponenten aufweist 

4. Zweidimensionaler Strahlungsdetektor nach An- 
spruch 1, bei welchem der mit der Vorspannung 
versehene Leiter einen, die Schaltelemente umfas- 
senden, gleichm&Big planaren Leiter aufweist 

5. Zweidimensionaler Strahlungsdetektor nach An- 
spruch 1, bei welchem die Schaltelemente Feldef- 
fekt-Transistoren (FETs) aufweisen, wobei jeder 
FET mit einer, an eine der matrixartig angeordne- 
ten Leiter angeschlossenen Drain-Elektrode, einer, 
zusammen mit Source- Elektroden der anderen 
FETs an den mit der Vorspannung versehenen Lei- 
ter angeschlossenen Source- Elektrode und einer, 
zusammen mit anderen FETs in der gleichen Reihe 
fiber einen der Reihen-Detektoren an den Steuer- 
kreis angeschlossenen Gate-Elektrode versehen ist 

6. Zweidimensionaler Strahlungsdetektor nach An- 
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spruch 1, bei welchem der Steuerkreis einen Er- 
dungsteil zur Erzeugung eines Niederspanmmgs- 
Steuersignales zwecks reihenweisen Einschaltens 
der Schaltelemente, einen ungeerdeten Tefl zur 
Umwandlimg des Steuersignales in ein Vorspan- 5 
nungs-Steuersignal und ein Trennglied zur elektri- 
schen Trennung des Erdungsteiles und des ungeer- 
deten Teiles aufweist 

7. Zweidimensionaler Strahlungsdetektor nach An- 
spruch 1, bei welchem jeder der Spalten-Leiter an 10 
einen, einen aufladungsempfindlichen Verstarker 
und einen integrierenden Kondensator aufweisen- 
den Signailesekreis angeschlossen ist, urn Signale 
der, einer Reihe der matrixartig angeordneten Let- 
ter entsprechenden Pixel gleichzeitig lesen zu kon- 15 
nen, wobei die Schaltelemente dieser Reihe uber 
den Steuerkreis eingeschaltet werden. 
& Zweidimensionaler Strahlungsdetektor nach An- 
spruch 1, bei welchem die Spalten-Leiter so unter- 
teilt sind, daB sie mehreren Reihen der matrixartig 20 
angeordneten Leiter entsprechen. 
9. Zweidimensionaler Strahlungsdetektor nach An- 
spruch 8, bei welchem die Reihen- Leiter unterteilt 
und so angeordnet sind, dafi sie sich senkrecht zu 
den Spalten-Leitem erstrecken, wobei das Steuer- 25 
signal gleichzeitig an mehrere entsprechende Rei- 
hen-Leiter unter den unterteilten Reihen-Leitern 
gegeben wird 
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